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【はじめに】  

光ナノインプリントプロセスは，微細な凹凸構造を効率的に基板表⾯に形成可能なこと
から，近年，撥⽔表⾯や反射防⽌表⾯など様々な機能性表⾯を作製するための⼿法として
注⽬されている．ナノインプリントプロセスによって得られる凹凸パターンは，⽤いるモ
ールドの表⾯構造に対応したものとなるため，様々な応⽤に適した表⾯幾何学構造を有す
るナノインプリント⽤モールドの作製が重要となる．我々は，これまでに，Al を酸性浴中
で陽極酸化することによって形成される陽極酸化ポーラスアルミナをモールドとしたナノ
インプリントプロセスについて検討を進めてきた．陽極酸化ポーラスアルミナは，⾼アス
ペクト⽐構造の形成が可能であり，また，⼤⾯積化も容易であることから，ナノインプリ
ント⽤モールドとして適した材料である．本発表では，⾼規則性ポーラスアルミナを⽤い
た光インプリントによる規則パターンの形成とその機能的応⽤に関して報告する． 
【⾼規則性ポーラスアルミナモールドの形成とナノインプリント】 
 Al の陽極酸化によって得られるポーラスアルミナは，円柱状の細孔が配列したナノホー
ルアレー構造を有しており，陽極酸化条件を変化させることにより，細孔周期や細孔径，
細孔深さの制御を⾏うことができる[1-3]．加えて，適切な条件下で陽極酸化を⾏うと，図
１に⽰したような細孔が⾃⼰組織化的に規則配列したホールアレー構造の形成を⾏うこと
が可能である[4]．作製プロセスがシンプルなことから，装置のスケールアップによって容
易に⼤⾯積化を⾏うことも可能であるといっ
た特徴を有する．このようにして得られた⾼
規則性ポーラスアルミナをモールドとして⽤
いれば，ナノインプリントによって図２に⽰
したような規則的なピラーアレーパターンの
形成が可能となる[5]．また，作製した⾼規則
性ポーラスアルミナを鋳型として Ni 電鋳を⾏
えば，ホールアレーパターンを形成するため
のナノインプリント⽤モールドを得ることも
できる[6,7]．陽極酸化プロセスによれば，平
⾯だけでなく，曲⾯上においても継ぎ⽬なく
⾼規則性ポーラスアルミナの形成が可能であ
ることから，曲率を有する表⾯に微細パター
ンを形成するためのインプリント⽤モールド
の作製を⾏う事もできる[8]． 

図１ ⾼規則性ポーラスアルミナ 

図２ ポリマーナノピラーアレー 



【ナノインプリントによって形成されたナノ規則表⾯の応⽤】 
 これまでの検討において，⾼規則性ポーラスアルミナを⽤いたナノインプリントによっ
て形成されたナノ規則表⾯が，撥⽔表⾯や反射防⽌表⾯として機能することを明らかにし
てきた[9-11]．微細構造に基づく撥⽔表⾯や反射防⽌表⾯では，表⾯微細構造に基づいて
その特性が変化することが知られているが，陽極酸化プロセスによれば，作製条件を変化
することによって，細孔周期や細孔径だけでなく，細孔形状の制御も可能であるため，ナ
ノインプリントによって得られる機能性表⾯の特性最適化が可能である[12]．表⾯微細構
造に基づく機能性表⾯では，殺傷性や耐久性が問題となるが，ナノ構造形成層の積層化を
⾏うことで解決することもできる．ナノ構造形成層が積層した試料では，表⾯構造の崩壊
によって特性劣化が⽣じた場合でも，劣化した表⾯を剥離し新たな機能性表⾯を露出させ
ることで表⾯特性の再⽣を⾏う事も可能であることがこれまでに確かめられてる[13]． 
【おわりに】 
 陽極酸化プロセスにもとづけば，⽐較的容易に⼤⾯積の規則パターンを得るためのナノ
インプリント⽤モールドの形成を⾏うことが可能となる．本⼿法では，得られるパターン
がナノピラーアレーパターンか，ナノホールアレーパターンに制限されるが，陽極酸化条
件を変化させることにより，得られるピラーやホールの幾何学形状を⾼度に制御すること
が可能であることから，陽極酸化ポーラスアルミナは，各種機能性デバイスを作製するた
めのナノインプリント⽤モールドとして適していると考えられる．今後，本⼿法に基づい
て様々な機能性デバイスの作製が⾏われることが期待される． 
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